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выделяется линия, являющаяся линией раздела подложки и суспензии с 

частицами.                                                        

В данной работе был реализован пространственный трекинг частиц 

диоксида титана при введенном в оптическую систему астигматизме. Точность 

измерения вертикальной координаты определялась по величине разброса при 

исследовании изображений частиц после испарения жидкости и вертикальном 

смещении объекта. Точность определения вертикальной координаты составила 

около 200нм при диапазоне измерений, равном 30 мкм.   
 

Работа выполнена при поддержке российского фонда 

фундаментальных исследований номер договора:  20-42-740008\20.  
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Наибольшее применение в диагностике технического состояния 

запоминающих устройств нашли такие системы, как ВССТ (встроенная 

система самотестирования). Они могут обнаруживать разные виды 

неисправностей в зависимости от их архитектуры [1]. Для их 

диагностирования выделяют так называемые традиционные тесты и маршевые 

тесты [2]. 

В связи с большим объемом запоминающих устройств их 

тестирование оказывается возможным только с применением маршевых 

тестов, временная сложность реализации которых линейно зависит от 

емкости N памяти [3]. Маршевый тест состоит из конечной 

последовательности маршевых элементов, называемых фазами, каждая из 

которых представляет конечную последовательность операций записи и 

чтения, применяемых к каждой ячейке памяти перед переходом к 

следующей ячейке [4]. 

Исследуются математические модели неисправностей  запоминающих 

устройств и используемые методы тестирования наиболее сложных из них 

на базе классических маршевых тестов. Выделяются пассивные  

кодочувствительные неисправности (PNPSFk), в которых участвуют 

произвольные  k  из  N  ячеек  памяти,  где k  <<  N,  а  N  представляет  

собой  емкость  памяти  в  битах [5]. 

Исследуется эффективность однократного применения тестов типа 

MATS++, March C− и March PS для различного  количества  k  ≤  9  ячеек  

памяти,  участвующих  в  неисправности  PNPSFk [6]. 

В данной работе проведен анализ, оптимизация и моделирование 

блока тестирования статической памяти с использованием языка описания 

аппаратуры Verilog HDL.  

Был выбран маршевый тест March C-, так как он обеспечивает 

высокую полноту обнаружения традиционных неисправностей. 

Представлена оптимизация маршевого теста по критерию времени 

тестирования, что позволило практически в два раза сократить выполнение 

алгоритма, но повлияло на обнаружение неисправностей перехода. Помимо 

этого, приведена топология и проведен ее логический синтез на уровне 

стандартных ячеек. 
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В современных системах беспроводной связи, особенно в 

терагерцовом диапазоне частот, огромную роль играют компактные 

широкополосные антенны, выполненные с использованием 

нанотехнологий. Этим требованиям в значительной мере удовлетворяют 

фрактальные наноантенны на графене [1–5]. При этом возникают 

определенные сложности, связанные с необходимостью учета симметрии 

строения кристаллической решетки графена и распространения в нем не 

просто электромагнитных волн, а их связанных состояний с волнами 

зарядовой плотности – поверхностных плазмон-поляритонов. 

В настоящей работе предлагается модель графеновой патч-

наноантенны в виде фрактальной структуры типа треугольного ковра 

Серпинского (рис. 1). Графеновая (Gr) структура нанесена на 

диэлектрическую подложку D из карбида кремния (SiC) и находится под 

затворным напряжением 𝑉𝐺, приложенным между Gr и металлическим 

электродом М, на котором смонтирована антенна.  

Пренебрегая затуханием поверхностных плазмон-поляритонов  (SPP) 

на масштабах порядка 10 нм, дисперсионное уравнение для них можно 

записать в виде [6] 
 

𝜀1

√(ℏс𝑞)2−𝜀1(ℏ𝜔)2
+

𝜀2

√(ℏс𝑞)2−𝜀2(ℏ𝜔)2
=

4𝛼𝜇𝑐

(ℏ𝜔)2
 ,                   (1) 

 

где 𝜀1 и 𝜀2 – соответственно относительные диэлектрические 

проницаемости диэлектриков сверху и снизу графена; 𝛼 = 𝑒2 (4𝜋𝜀0ℏ𝑐)⁄ ≈
1/137 – постоянная тонкой структуры; 𝜇с – химический потенциал 

(энергия Ферми), связанный с двумерной электропроводностью среды 

следующим выражением: 𝜎 = 𝑖4𝜎0𝜇𝑐 (𝜋ℏ𝜔)⁄ ; 𝜎0 = 𝑒2 (4ℏ)⁄ ; 

ℏ–приведенная постоянная Планка: с – скорость света в вакууме; 𝑞– 

волновое число SPP, 𝜔–циклическая частота колебаний. 
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